
2Т9111А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк

туры п-р-п генераторный. Предназначен для применения в ли
нейных широкополосных усилителях мощности на частотах 
1,5...80 МГц при напряжении питания 50 В. Выпускается в 
металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и 
монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более Ю г.

2Т9111А

Электрические параметры
Выходная мощность на частоте f  = 80 МГц
при = 50 В, не менее.....................................  150 Вт
Коэффициент усиления по мощности 
при Рвых = 150 Вт, UKэ = 50 В:

на частоте f=  80 МГц, не менее................  10
типовое значение.............................................  10,5*
на частоте / =  30 МГц, типовое значение... 30* 
на частоте / =  1,5 МГц, типовое значение 50* 
при Явыхгпо) = 150 Вт, (/кэ = 50 В,

80 МГц, не менее......................................  10
типовое значение............................................. 14*

Коэффициент полезного действия на частоте 
f -  80 МГц, при Ршх(П0) = 150 Вт, U& = 50 В, 
не менее...................................................................  40%
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Коэффициент комбинационных составляющих 
3-го и 5-го порядков при Явых<по) = 150 Вт,
Мо = 50 В;

на частоте f  = 80 МГц, не менее..................  —27 дБ
типовое значение.............................................  —30* дБ
на частоте f  = 30 МГц, типовое значение... —31* дБ 
на частоте f  = 1,5 МГц, типовое значение —31* дБ 

Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при £/ю = 10 В, /к = 5 А:

Г = +25 °С, не менее.....................................  10
типовое значение.............................................  20*
Т = +125 °С, не менее...................................  10
типовое значение.............................................  25*
Т = —60 °С, не менее.....................................  5
типовое значение.............................................  10*

Модуль коэффициента передачи тока на ча
стоте f  = 30 МГц при UKэ = 20 В, /к = 4 А,
не менее...................................................................  10

типовое значение................ ............................. 14*
Емкость коллекторного перехода
при UK5 = 50 В, 1 МГц не более...................  150 пф

типовое значение.............................................  115* пФ
Емкость эмиттерного перехода при ию = 0,
f = 0,3 МГц не более.............................................  10000 пф

типовое значение.............................................  5000* пФ
Входное полное сопротивление при
Рзых (по) = 150 Вт, икз = 50 В, f=  80 МГц,
типовое значение.................................................... 0,63+у 0,18* Ом
Обратный ток коллектор—эмиттер 
при £/кэ = 120 В, /?БЭ = 10 Ом, не более:

Г = +25 °С, не более.....................................  100 мА
Т = +125 °С, не более................................... 150 мА

Обратный ток эмиттера при U3b = 4 В,
Т = +25 °С, не более............................................ 500 мА
Индуктивность выводов, типовое значение:

эмиттерного...................................................... 1,6* нГн
коллекторного.................................................  3,7* нГн
базового...........................................................  2,7* нГн

Предельные эксп л уа та ц и о нн ы е  данны е
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при /?ЭБ ^  Ю О м...................................................... 120 В
Постоянное напряжение эмиттер—база...........  4 В
Постоянный ток коллектора...............................  10 А
Постоянный ток базы............................................ 2 А
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Степень рассогласования нагрузки
при Явых(по) = 75 Вт в течение 1 с ................  30 : 1
Средняя рассеиваемая мощность коллектора1
в динамическом режиме при Гк < +50 °С......  200 Вт
Тепловое сопротивление переход— корпус....  0,75 °С/Вт
Температура р-п перехода..........................  +200 °С
Температура окружающей среды.................  —60... 7"к =

= +125 °С

1 При Гк > +50 °С

Р к, ср, макс = (200 -  Гк)/0,75, Вт.

Изгиб выводов транзистора допускается не ближе 3 мм от 
корпуса.

При пайке выводов температура корпуса не должна превы
шать +  125 °С. При отсутствии контроля температуры корпуса 
пайка производится паяльником, нагретым до температуры 
+260 °С, в течение не более 8 с не ближе 2 мм от корпуса.
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